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本发明涉及超薄晶圆制作技术领域，具体的

是一种可均匀释放应力的超薄晶圆制作工艺，本

发明包括以下步骤：S1、取一个完成正面可耐高

温工艺的晶圆，然后将晶圆的正面键合在玻璃载

板上，然后对晶圆背面进行减薄，完成晶圆背面

减薄后，采用激光切割晶圆的背面，在晶圆背面

形成切割道，对切割道处剩余晶圆进行隐形激光

切割；通过在对晶圆的高温回火以及沉积Ti、Ni、

Ag金属等相关工艺前，先在晶圆表面激光切割形

成凹槽状的切割道，使得后续加工晶圆时，由于

切割道的存在，晶圆可以产生小角度的弯曲，以

消除晶圆因为加工产生的应力，使得对厚度低于

60μm的晶圆进行制作时，晶圆不易因为应力产

生损伤。
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1.一种可均匀释放应力的超薄晶圆制作工艺，其特征在于，包括以下步骤：

S1、取一个完成正面可耐高温工艺的晶圆，然后将晶圆的正面键合在玻璃载板上，然后

对晶圆背面进行减薄，完成晶圆背面减薄后，采用激光切割晶圆的背面，在晶圆背面形成切

割道，对切割道处剩余晶圆进行隐形激光切割；

S2、对于步骤S1中得到的晶圆，对玻璃载板进行解键合，取下玻璃载板后翻转晶圆，将

晶圆的背面贴附到石英载盘中，然后在晶圆背面涂布SOG，将晶圆固定在石英载盘的内部，

然后对晶圆进行高温回火，高温回火后在晶圆正面制作金属层，然后采用激光切除掉晶圆

边缘的SOG，移除石英载盘，最后翻转晶圆，将晶圆正面固定到玻璃载盘上；

S3、对于步骤S2中得到的晶圆，首先在晶圆背面沉积Ti、Ni、Ag，然后使用激光切除切割

道内壁底部的Ti、Ni、Ag；

S4、对于步骤S3中得到的晶圆，首先翻转晶圆，将晶圆的背面贴附到切割膜框上，并移

除玻璃载盘，最后在对晶圆进行扩膜裂片，使晶圆沿着步骤S1中形成的切割道和隐形激光

切割的位置裂开成晶粒。

2.根据权利要求1所述的一种可均匀释放应力的超薄晶圆制作工艺，其特征在于，在所

述步骤S1中，对晶圆和玻璃载板的键合方式采用黏着剂进行键合，在所述步骤S2中，对玻璃

载板的解键合采用UV光照解键合，并且在取下玻璃载板后，采用溶剂清洗去除晶圆表面残

留的黏着剂。

3.根据权利要求1所述的一种可均匀释放应力的超薄晶圆制作工艺，其特征在于，在所

述步骤S2中，所使用的玻璃载盘上带有小孔，并从玻璃载盘底部进行抽气，将晶圆通过小孔

吸附固定到玻璃载盘上，在所述步骤S4中，移除玻璃载盘时，先停止抽气设备的抽气，直接

分离玻璃载盘和晶圆即可完成移除玻璃载盘。

4.根据权利要求1所述的一种可均匀释放应力的超薄晶圆制作工艺，其特征在于，在所

述步骤S2中，对晶圆进行高温回火时，最大温度为1000°。

5.根据权利要求1所述的一种可均匀释放应力的超薄晶圆制作工艺，其特征在于，在所

述步骤S3中，在晶圆背面沉积Ti、Ni、Ag时采用化学气相沉积法，并且依次对Ti、Ni、Ag进行

沉积，所沉积的Ti、Ni、Ag部分会落入到切割道中。

6.根据权利要求5所述的一种可均匀释放应力的超薄晶圆制作工艺，其特征在于，在所

述步骤S2中，还可以通过溶剂蚀刻的方式去除SOG，然后再移除石英载盘。

7.根据权利要求6所述的一种可均匀释放应力的超薄晶圆制作工艺，其特征在于，在所

述步骤S3中，在在晶圆背面沉积Ti、Ni、Ag后，还可以使用溶剂蚀刻去除切割道底部的Ti、

Ni、Ag。

8.根据权利要求1所述的一种可均匀释放应力的超薄晶圆制作工艺，其特征在于，在所

述步骤S1中，在晶圆背面形成的切割道深度不超过晶圆厚度的一半，隐形激光切割位置位

于切割道下方，在晶圆上形成易于分离的改质层。
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一种可均匀释放应力的超薄晶圆制作工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及超薄晶圆制作技术领域，具体的是一种可均匀释放应力的超薄晶圆制

作工艺。

背景技术

[0002] 晶圆是指制作硅半导体电路所用的硅晶片，其原始材料是硅，硅晶棒在经过研磨，

抛光，切片后，形成硅晶圆片，也就是晶圆。

[0003] 对晶圆的制作方法如专利申请号“CN202110273974.7”中提出的一种IGBT晶圆的

加工工艺，可以进行超薄的IGBT晶圆加工。

[0004] 在晶圆制作好后需要切割成晶粒时，多是将制作好的晶圆直接进行切割，如专利

申请号“CN201110106835.1”中提出的将用于制备传感器芯片的晶圆切割成晶粒的方法，具

有所切割的晶粒成品率高的特点。

[0005] 现有技术中，如专利申请号“CN202110273974.7”中提出的加工工艺和专利申请号

“CN201110106835.1”中提出的方法，是将晶圆制作和切粒分为两个独立的部分，而随着降

低制作耗材和成品大小的需求，对晶圆的制作有着原来越薄的需求，当制作厚度低于60μm

的超薄晶圆，在进行晶圆制作工艺以及切粒的过程中，晶圆容易因为应力而产生损伤。

发明内容

[0006] 本发明的目的在于提供一种可均匀释放应力的超薄晶圆制作工艺，以解决上述背

景技术中提出的问题。

[0007] 本发明的目的可以通过以下技术方案实现：

[0008] 一种可均匀释放应力的超薄晶圆制作工艺，包括以下步骤：

[0009] S1、取一个完成正面可耐高温工艺的晶圆，然后将晶圆的正面键合在玻璃载板上，

然后对晶圆背面进行减薄，完成晶圆背面减薄后，采用激光切割晶圆的背面，在晶圆背面形

成切割道，对切割道处剩余晶圆进行隐形激光切割；

[0010] S2、对于步骤S1中得到的晶圆，对玻璃载板进行解键合，取下玻璃载板后翻转晶

圆，将晶圆的背面贴附到石英载盘中，然后在晶圆背面涂布SOG，将晶圆固定在石英载盘的

内部，然后对晶圆进行高温回火，高温回火后在晶圆正面制作金属层，然后采用激光切除掉

晶圆边缘的SOG，移除石英载盘，最后翻转晶圆，将晶圆正面固定到玻璃载盘上；

[0011] S3、对于步骤S2中得到的晶圆，首先在晶圆背面沉积Ti、Ni、Ag，然后使用激光切除

切割道内壁底部的Ti、Ni、Ag；

[0012] S4、对于步骤S3中得到的晶圆，首先翻转晶圆，将晶圆的背面贴附到切割膜框上，

并移除玻璃载盘，最后在对晶圆进行扩膜裂片，使晶圆沿着步骤S1中形成的切割道和隐形

激光切割的位置裂开成晶粒。

[0013] 优选的，在所述步骤S1中，对晶圆和玻璃载板的键合方式采用黏着剂进行键合，在

所述步骤S2中，对玻璃载板的解键合采用UV光照解键合，并且在取下玻璃载板后，采用溶剂
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清洗去除晶圆表面残留的黏着剂。

[0014] 优选的，在所述步骤S2中，所使用的玻璃载盘上带有小孔，并从玻璃载盘底部进行

抽气，将晶圆通过小孔吸附固定到玻璃载盘上，在所述步骤S4中，移除玻璃载盘时，先停止

抽气设备的抽气，直接分离玻璃载盘和晶圆即可完成移除玻璃载盘。

[0015] 优选的，在所述步骤S2中，对晶圆进行高温回火时，最大温度为1000°。

[0016] 优选的，在所述步骤S3中，在晶圆背面沉积Ti、Ni、Ag时采用化学气相沉积法，并且

依次对Ti、Ni、Ag进行沉积，所沉积的Ti、Ni、Ag部分会落入到切割道中。

[0017] 优选的，在所述步骤S2中，还可以通过溶剂蚀刻的方式去除SOG，然后再移除石英

载盘。

[0018] 优选的，在所述步骤S3中，在在晶圆背面沉积Ti、Ni、Ag后，还可以使用溶剂蚀刻去

除切割道底部的Ti、Ni、Ag。

[0019] 优选的，在所述步骤S1中，在晶圆背面形成的切割道深度不超过晶圆厚度的一半，

隐形激光切割位置位于切割道下方，在晶圆上形成易于分离的改质层。

[0020] 本发明的有益效果：

[0021] 通过在对晶圆的高温回火以及沉积Ti、Ni、Ag金属等相关工艺前，先在晶圆表面激

光切割形成凹槽状的切割道，使得后续加工晶圆时，由于切割道的存在，晶圆可以产生小角

度的弯曲，以消除晶圆因为加工产生的应力，使得对厚度低于60μm的晶圆进行制作时，晶圆

不易因为应力产生损伤，使得转移晶圆时可以不使用玻璃载板等设备贴附，而是直接转移

晶圆，简化了工艺步骤，最后再沿着切割道方向裂开晶圆，不产生晶圆的多余损失。

附图说明

[0022] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现

有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，对于本领域普通技术人员来

讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图；

[0023] 图1是本发明步骤S1的流程示意图；

[0024] 图2是本发明步骤S2的流程示意图；

[0025] 图3是本发明步骤S3的流程示意图；

[0026] 图4是本发明步骤S4的流程示意图。

具体实施方式

[0027] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它

实施例，都属于本发明保护的范围。

[0028] 一种可均匀释放应力的超薄晶圆制作工艺，包括以下步骤：

[0029] S1、取一个完成正面可耐高温工艺的晶圆，然后将晶圆的正面键合在玻璃载板上，

然后对晶圆背面进行减薄，完成晶圆背面减薄后，采用激光切割晶圆的背面，在晶圆背面形

成切割道，对切割道处剩余晶圆进行隐形激光切割；

[0030] S2、对于步骤S1中得到的晶圆，对玻璃载板进行解键合，取下玻璃载板后翻转晶
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圆，将晶圆的背面贴附到石英载盘中，然后在晶圆背面涂布SOG，将晶圆固定在石英载盘的

内部，然后对晶圆进行高温回火，高温回火后在晶圆正面制作金属层，然后采用激光切除掉

晶圆边缘的SOG，移除石英载盘，最后翻转晶圆，将晶圆正面固定到玻璃载盘上；

[0031] S3、对于步骤S2中得到的晶圆，首先在晶圆背面沉积Ti、Ni、Ag，然后使用激光切除

切割道内壁底部的Ti、Ni、Ag；

[0032] S4、对于步骤S3中得到的晶圆，首先翻转晶圆，将晶圆的背面贴附到切割膜框上，

并移除玻璃载盘，最后在对晶圆进行扩膜裂片，使晶圆沿着步骤S1中形成的切割道和隐形

激光切割的位置裂开成晶粒。

[0033] 在步骤S1中，经过减薄后的晶圆，其厚度不超过60μm，在切割晶圆形成切割道时，

不会对晶圆切断，只会在晶圆表面形成凹槽状的切割道和切割道下方的改质层

[0034] 在所述步骤S1中，对晶圆和玻璃载板的键合方式采用黏着剂进行键合，在所述步

骤S2中，对玻璃载板的解键合采用UV光照解键合，并且在取下玻璃载板后，采用溶剂清洗去

除晶圆表面残留的黏着剂。

[0035] 黏着剂为UV胶，经过UV光照后失去粘性，因此可以在UV光照解键合后，直接将玻璃

载板取下。

[0036] 在所述步骤S2中，所使用的玻璃载盘上带有小孔，并从玻璃载盘底部进行抽气，将

晶圆通过小孔吸附固定到玻璃载盘上，在所述步骤S4中，移除玻璃载盘时，先停止抽气设备

的抽气，直接分离玻璃载盘和晶圆即可完成移除玻璃载盘。

[0037] 在所述步骤S2中，对晶圆进行高温回火时，最大温度为1000℃。

[0038] 在进行高温回火时，由于石墨载盘和SOG的耐高温均超过1000℃，因此通过石墨载

盘承载晶圆，并且通过SOG进行固定，经过高温回火可以使得晶圆性质更加稳定，减小晶圆

内部应力。

[0039] 在所述步骤S3中，在晶圆背面沉积Ti、Ni、Ag时采用化学气相沉积法，并且依次对

Ti、Ni、Ag进行沉积，所沉积的Ti、Ni、Ag部分会落入到切割道中。

[0040] 在所述步骤S2中，还可以通过溶剂蚀刻的方式去除SOG，然后再移除石英载盘。

[0041] 在所述步骤S3中，在在晶圆背面沉积Ti、Ni、Ag后，还可以使用溶剂蚀刻去除切割

道底部的Ti、Ni、Ag。

[0042] 在所述步骤S1中，在晶圆背面形成的切割道深度不超过晶圆厚度的一半，隐形激

光切割位置位于切割道下方，在晶圆上形成易于分离的改质层。

[0043] 与相关技术相比较，本发明提供的一种可均匀释放应力的超薄晶圆制作工艺具有

如下有益效果：

[0044] 通过在对晶圆的高温回火以及沉积Ti、Ni、Ag金属等相关工艺前，先在晶圆表面激

光切割形成凹槽状的切割道，使得后续加工晶圆时，由于切割道的存在，晶圆可以产生小角

度的弯曲，以消除晶圆因为加工产生的应力，使得对厚度低于60μm的晶圆进行制作时，晶圆

不易因为应力产生损伤，使得转移晶圆时可以不使用玻璃载板等设备贴附，而是直接转移

晶圆，简化了工艺步骤，最后再沿着切割道方向裂开晶圆，不产生晶圆的多余损失。

[0045] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术

人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本

发明的原理，在不脱离本发明精神和范围的前提下，本发明还会有各种变化和改进，这些变
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化和改进都落入要求保护的本发明范围内。
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图2
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图3

图4
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